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1. Цели и задачи дисциплины  

Целью дисциплины является овладение комплексным подходом к физическим 

свойствам материалов для задач проектирования электронных систем; ознакомление с 

многообразием свойств главного материала микроэлектроники кремния и перспективного 

материала карбида кремния; ознакомление с многообразием свойств бинарных 

полупроводниковых систем; ознакомление с многообразием свойств диэлектрических и 

металлических слоев, применяемых в микроэлектронике. 

В задачи дисциплины входит: изучение кремния, технологии его получения, его 

электрофизическими и оптическими свойствами, включая поликристаллический, 

аморфный и нанокристаллический кремний; знакомство с карбидом кремния и 

германидом кремния, его применениями в микроэлектронике; моделирование кластеров 

кремния и карбида кремния с помощью программы MOPAC. 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы. 

Входные требования к дисциплине: изучение дисциплины базируется на 

следующих ранее изучаемых разделах дисциплин: Общая физика; Теоретическая физика; 

Химия; Физика полупроводников и полупроводниковых приборов; Инженерная графика.  

В результате освоения дисциплины студент должен получить:  

- Знания физических основ маршрутов проектирования микро- и 

наноэлектронных приборов, схем, систем 

- Умения использовать физические основы проектирования электронно-

компонентной базы для автоматизации маршрута проектирования 

- Опыт использования физических основ проектирования электронно-

компонентной базы для создания электронных схем и систем. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина включает четыре модуля: 

1. Общие вопросы материаловедения 

2. Кремний. Соединения AIV-BIV 

3. Соединения AIIIBV, AIIBVIи AIVBVI. Растворы замещения. 

4. Традиционные и альтернативные диэлектрики. Материалы межсоединений 

СБИС. 
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